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Квантовые ямы (КЯ) и квантовые точки (КТ) на основе твердых растворов
InxGa1−xN используются как активная среда при создании светодиодов и ла-
зеров, так как обладают широким спектральным диапазоном излучения и яв-
ляются основой современной оптоэлектроники видимого и ультрафиолетово-
го диапазона. Однако большое рассогласование между постоянными решеток
InN и GaN (около 11%), а также наличие дефектов приводят к неоднородно-
му распределению In и образованию кластеров, которые вместе с внутренним
электрическим полем поляризации оказывают значительное влияние на ин-
тенсивность излучения. Поэтому возникает необходимость контроля условий
роста для получения необходимых параметров кластеров и их регулярного
распределения в структуре.
В данной работе проведено исследование структур на основе InGaN/AlGaN

методом фотолюминесценции. Рассматриваемые структуры были выращены
методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на сап-
фировых подложках. Активная область этих структур представляет собой
сверхрешетку из пяти слоев КЯ или КТ InxGa1−xN [1]. Излучательные ха-
рактеристики были измерены в проточном криостате в интервале температур
80–300 К. Для возбуждения фотолюминесценции использовался ультрафио-
летовый He-Cd лазер с длиной волны 325 нм.

Для оценки локальной концентрации In в насыщенных индием класте-
рах разработана обобщенная теоретическая модель [2], позволяющая про-
водить расчеты энергии перехода как функцию состава твердого раствора
InxGa1−xN, в которой учитывается энергия ограничения и эффекты спонтан-
ного и пьезоэлектрического поля. На основе разработанной модели проведе-
ны оценки величин локальной концентрации In в насыщенных индием класте-
рах InxGa1−xN по данным экспериментальных спектров фотолюминесценции.
Расчетные значения локальной концентрации индия находятся в удовлетво-
рительном согласии с результатами, полученными методом просвечивающей
электронной микроскопии с высоким разрешением [3,4]. Таким образом, ана-
лиз экспериментальных данных, полученных методом фотолюминесценции в
структурах с кластерами InxGa1−xN, в рамках предложенной модели пред-
ставляет интерес для контроля параметров роста и характеристик светоизлу-
чающих приборов.
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